




























































专利名称(译) 微型发光元件和图像显示装置

公开(公告)号 US20190355786A1 公开(公告)日 2019-11-21

申请号 US16/414041 申请日 2019-05-16

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 IGUCHI KATSUJI

发明人 IGUCHI, KATSUJI

IPC分类号 H01L27/15 H01L33/38 H01L33/40 H01L33/62 H01L33/44 H01L33/24 H01S5/42 H01L25/18 H01L25/00 
H01S5/042 H01S5/028 H01S5/022 H01S5/183

CPC分类号 H01S5/18347 H01S5/0425 H01L33/24 H01L2933/0025 H01S5/02248 H01L25/50 H01L33/38 H01S5
/423 H01L33/405 H01L33/42 H01L33/0062 H01S5/028 H01L33/30 H01S5/3013 H01L33/62 H01L25/18 
H01L33/44 H01L2933/0016 H01S5/18375 H01L2933/0066 H01L27/156 H01L33/0075 H01L33/48 
H01L2933/0033 H01S5/0216 H01S5/042 H01S5/183 H01L23/552 H01L25/167 H01L33/0093 H01L33
/32 H01L33/382 H01L33/385 H01S5/04253 H01S5/18341 H01S5/32341 H01S5/04257

优先权 2018097246 2018-05-21 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种微发光元件，该微发光元件包括化合物半导体，其中从发光表
面的一侧依次层叠有N侧层，发光层和P侧层，其中N侧电极耦合至N侧
层和耦合至P侧层的P电极设置在与发光表面相对的另一表面上，P电极
设置在发光层上，N电极隔离设置作为微发光元件的边界区域的区域，其
将发光层与另一个微发光元件的发光层，另一个表面的一侧上的N电极的
表面和P的表面隔离开。另一表面侧的-电极彼此齐平，并且N-电极和P-
电极均由单个互连层形成。
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